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動機:
相較於其他光電材料而言，多孔矽晶片的製程簡單、

成本低、阻抗高，很大的表面積與體積比。因此多孔矽晶
片在光電應用方面占了許多優勢，只要能解決多孔矽晶片
不穩定以及壽命短的缺點，其應用在光電元件上將會有很
大的潛能，而我們想要藉由控制各種實驗參數，去做出有
穩定特性的多孔矽晶片，並找出實際應用的方法。

多孔矽晶片製程:
一般傳統蝕刻後的結果（除去不同型矽晶圓特性），

為均勻蝕刻且發光亮度大。

傳統蝕刻均勻結果圖

但也有例外，蝕刻情形不均，但其光譜強度卻十分高。

傳統蝕刻不均結果圖
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多孔矽光電晶片之設計與應用
指導老師：林嘉洤 教授

組員：劉奕成、郭朋霖、連啟淳

多孔矽晶片應用:
I、光激發光

多孔矽晶片照射不同波段的紫外光

II、光切換器

照射鹵素燈 照射太陽光模擬器

III、隱形墨水

紫外光照射 室光下

IV、電激發光
在晶片上通以電壓，會使電流

通過的部分發光，本次實驗中
5V、7V、8V時皆有發光現象。

結論:
 光激發光的特性是最穩定的，但無法掌握如何控制激發

光的顏色。

 光切換器方面，雖然有成功做出幾組開關現象明顯的多

孔矽晶片，但電阻卻大到約4M歐姆，還無法實際應用，

必須先解決接觸電阻過大的問題。

 多孔矽晶片表面薄膜脫落的粉末，照射紫外光時才會顯

示，如同隱形墨水。

 P型蝕刻能量會較集中，因此容易造成多孔矽結構破碎

，PN型蝕刻能量會比較平均，多孔矽的結構分布平均。

 N型試片發光現象不明顯，光切換器效果較佳。


